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Wynalazek dotyczy lamfc* elektronowych
o bardzo dużej oporności wejściowej. W lam¬
pach elektronowych używanych w wielu urzą¬
dzeniach, a w szczególności w przełącznikach
elektronowych najważniejszym wymacaniem
technicznym jest duża oporność wejściowa.
Dla osiągnięcia dużej oporności wejściowej

są używane różne znane sposoby. Dodatni prąd
siatki daje się na przykład stosunkowo łatwo
obniżyć do mało znaczącej wielkości, skoro
przyłożymy do elektrody sterującej odpowied¬
nie ujemne napięcie wstępne. Przy zwiększe¬
niu ujemnego napięcia siatki o 0,9V, prąd siat¬
ki zostanie obniżony na przykład przy tem¬
peraturze katody 1160°K o współczynnik 104.
Przy ujemnym napięciu wstępnym w zakre¬

sie stosowania dodatniego prądu siatki elek¬
trony są odpychane od siatki. Ażeby ten prąd
szczątkowy otrzymać możliwie mały znane są
i stosowane następujące sposoby: Zmniejsze-

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą
wynalazku jest Ernst Alfred Frommhold.

nie temperatury żarzenia katody (przeważnie
katody tlenkowe), obniżenie dodatniego napłr-
cia elektrod chwytających elektrony do wiel¬
kości poniżej potencjału jonizującego resztki
cząstek gazów, uzyskanie bardzo dobrej próż¬
ni, stosowanie konstrukcji wsporczej elektro¬
dy sterującej z mattriału o bardzo dużej opor¬
ności izolacji na przykład z kwarcu, wyposaże¬
nie wystających na zewnątrz lampy izolowa¬
nych części, które są połączone z elektroda
sterującą w izolującą warstwę o dużej opor¬
ności izolacji i znikomej przewodności, ochro¬
na izolatorów umieszconych w lampie oraz
będącej w pobliżu izolatorów bańki szklanej
przed zanieczyszczeniami lub osadem z wypa¬
rowanych przewodzących substancji, możliwie
najmniejszy wymiar elektrody sterującej i prze¬
strzeni międzyelektrodowej pomiędzy elektro¬
dą sterującą i pozostałymi elektrodami w ce¬
lu zmniejszenia wytworzenia się zjonizowa-
nych cząsteczek gazowych na skutek zewnętrz¬
nych promieni kosmicznych i radioaktywnych,
wyposażenie elektrody sterującej w powierzch-
nie emitujące o dużej p^acy wyjścia, wyko-



■anie techniczne i termiczne sprawnego ukła¬
da umożliwiającego odpowiednie odprowa¬
dzenie ciepia z elektrody sterującej, ekrano¬
wanie lampy elektronowej przed promienio¬
waniem źródeł zewnętrznych, oraz 'Suszenie
atmosfery otaczającej lampę elektronową.

W rzeczywistości optymalne właściwości po¬
miarowych lamp elektronowych o sterowanej
elektrodzie osiąga się oprócz środków wyżtj
wymienionych przez uzyskanie między katodą
i siatką sterującą przestrzennego ładunku siat¬
ki. Na skutek- siatkowego ładunku przestrzen¬
nego dodatnie- jony są hamowane przez siat¬
kę sterującą, a przez utworzenie pozornej ka¬
tody polepszone są właściwości wzmacniające
lampy. Pomimo zastosowania tych środków
zawsze pozostaje jednak znikomy prąd szcząt¬
kowy.
Wiadomym jest również, że lampy e:ektro-

nonwe mogą być sterowane, kiedy eiektroJy
są umieszczone w następującym porządku: ka¬
toda, anoda, elektroda sterująca. len układ
elektrod znany jako układ z odwróconą lampą
nine daje jednak korzyści w porównania
z lampami elektronowymi o sterowanej siatce,
w których zastosowano wyżej wym-enione
środki zapobiegające celem zmniejszę1.;-* prą¬
du szczątkowego siatki. Wskutek tego ten ro¬
dzaj lamp za wyjątkiem szczególnych przypad¬
ków nie jest stosowany.
Wiadomym jest, że w lampach elektrono¬

wych o sterowanej elektrodzie pozostały prąd
szczątkowy jest w rzeczywistości z powrotem
doprowadzony do promieniowania hamujące¬
go emitowanego z siatkowego ładunku prze¬

strzennego. Dlatego zastosowano w lampach
elektronowych według wynalazku zasadę ukła¬
du z odwróconą lampą, w której zastosowa¬
no znane środki do zmniejszenia prądu szcząt¬
kowego.
Podczas, gdy w znanych lampach elektrono¬

wych o sterowanej siatce z siatkowym ładun¬
kiem przestrzennym, większa część prądu ka¬
todowego nie podlega sterowaniu, a więc nie
jest wzmocniona, ale mimo to wysyła promie¬
niowanie hamujące to w lampach elektrono¬
wych według wynalazku jest sterowany cały
prąd katodowy. W tym przypadku osiąga się
dodatkowe korzyści, które uzyskuje się w lam¬
pach elektronowych ze sterowaną siatką przez
wprowadzenie siatkowego ładunku przestrzen¬
nego.

Elektronowe lampy pomiarowe według wy¬
nalazku wykazują w przeciwieństwie do lamp
elektronowych, ze sterowaną siatką korzyść
polegającą na znikomym prądzie szczątkowym
przy jednakowej stromości charakterystyki
lub większej stromości charakterystyki przy
jednakowym prądzie szczątkowym.

Zastrzeżenia patentowe

Lampa elektronowa o bardzo dużej oporno¬
ści wejściowej, w której używa się do zmniej¬
szenia prądu szczątkowego znane środki, zna¬
mienna tym, że anoda lampy umieszczona
jest między elektrodą sterującą i katoda.
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